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 化合物半導体材料において青色 LED などに用いられているⅢ族窒化物半導体は大きなバンドギャップや高い

飽和電流速度などの優れた材料特性を持つことから様々なデバイスが開発されています。このようなⅢ族窒化

物を用いて新しいデバイス開発を行っており、材料作製で最も重要となる結晶成長技術の開発から新規デバイ

スの実現に向けて研究を行っています。具体的には、Ⅲ族窒化物の紫外領域での透過性と結晶の極性構造を利

 青色 LED や Blue-ray ディスクのレーザーなど、GaN に代表されるⅢ族窒化物半導体により照明を始めとし

た様々な機器が進歩してきました。しかしながら、Ⅲ族窒化物半導体は非常に優れた材料であり優れた材料特

性はまだ大きな可能性を秘めています。私たちの研究グループでは、次世代の光デバイスやセンサーデバイス

を目指しⅢ族窒化物半導体の特性を十分に利用したデバイスを開発しています。デバイスの礎となる材料から

開発を行い、世界に先駆けた新材料および新デバイスの提案を常に行えるよう学内だけでなく学外の研究者と

協力や競争をしながら開発を行っていきたいと考えています。 
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用した擬似位相整合結晶の作製によって、深紫外領

域の第二次高調波を発生させる深紫外レーザーの開

発と、Ⅲ族窒化物に中性子捕獲断面積の大きな原子

(B、Gd)を混晶させた新しい半導体材料による中性子

半導体検出器の開発を行っています。両テーマとも

結晶成長技術による新材料の作製が重要となってお

り、反応プロセスから結晶成長技術を開発し高機能

な新材料の開発に取り組んでおります。 

 また、カーボンナノチューブの成長手法にも取り

組んでおり、結晶成長技術を応用した新しい成長手

法の開発も行っています。 
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